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空间红外探测器碲镉汞外延材料
参数测试方法

1 范围

本标准规定了空间红外探测器用碲镉汞(HgCdTe)外延材料性能参数的测试方法和测试设备

要求。
本标准适用于空间红外探测器用碲镉汞外延材料的参数测试,其他用途的碲镉汞外延材料参数的

测试可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1553—2009 硅和锗体内少数载流子寿命测定-光电导衰减法

GB/T1555—2009 半导体单晶晶向测定方法

GB/T4326—2006 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GJB548B—2005 微电子器件试验方法和程序

GJB1485 材料物理性能测试方法的精密度、精确度和不确定度

GJB2712 测量设备的质量保证要求计量确认体系

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
衬底 substrate
为外延提供周期性排列的表面原子结构的单晶材料。

3.2 
外延材料 epitaxialmaterial
在单晶衬底上用气相和液相等生长方法获得的单晶薄膜材料。

3.3 
液相外延 liquidphaseepitaxy;LPE
把半导体材料溶解在溶剂中,使其形成饱和溶液,然后把此饱和溶液覆盖在单晶衬底上,降低温度,

溶液过饱和,在衬底上沿衬底结晶轴方向生长出新的半导体单晶薄层的工艺。
[GB/T14264—2009,定义3.143]

3.4 
分子束外延 molecularbeamepitaxy;MBE
在超高真空下,使衬底保持在适当温度,把一束或多束分子连续沉积到衬底表面而得到超薄单晶层

的工艺。
[GB/T14264—2009,定义3.161]
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